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Einleitung

Dielektrische Funktion von b-AlGaN

Die dielektrische Funktion kubischer Al Ga,,N-Filme
(0 £ x £ 0.20) wurde vom fern-infraroten bis zum Vakuum-UV-
Spektralbereich (250 cm™® ... 9 eV), d.h. vom Bereich der
Gitterschwingungen bis hin zu den elektronischen Ubergéngen E;
und E;+D,, mittels spektroskopischer Ellipsometrie bestimmt.
Gruppe-111-Nitride in der metastabilen Zinkblendestruktur zeigen
einige physikalische Eigenschaften, die sie gegentiber der
hexagonalen Modifikation as vorteilhaft fir elektrische und
optoelektronische Anwendungen erscheinen lassen: z.B. einfache
Spaltbarkeit, Verfligbarkeit billiger, hoch leitfahiger Substrate,
Vermeidung spontaner Polarisation (piezoel ektrischer Effekte)

@ Detektion eines 2-Moden-Verhaltens der TO-Gitter-
schwingung fiir b-AlGaN in guter Ubereinstimmung mit
theoretischen Vorhersagen [1]

® Verschiebung der GaN- und der AIN-artigen TO-Mode in
Abhéngigkeit von der Komposition

© Superlineare Blauverschiebung der fundamentalen
Bandliickenenergie mit wachsendem Al-Gehalt

O Bestimmung der E;- und E,+D,-Ubergangsenergien
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Wachstumsdaten:

Methode: RF-plasmaunterstiitzte MBE, Universitét Paderborn
BEP: Ga 1-107 Torr

Al: 2.5-6-108 Torr
Wachstumsrate: 80 nm/ h

Charakterisierung:
Komposition: Rutherford-Riickstreuung (RBS), Univ. Freiburg [3]
Kristallqualitét: Hochaufl 6sende Rontgenbeugung (HRXRD) [3]
Schichtdicken: UV-VIS-SE-Datenanalyse
Parameter freier Ladungstrager: Hall-Effekt [3]:

fur alle Filme N » 1020 cm3, g » 20 cm?/(V's)

Besonderer Dank an Dr. C. M. Herzinger, JAW Co., Lincoln, USA
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